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版本号 日期 修订内容

V1.0 2020-09-21 初始版本

V1.1 2020-10-26 内容修订

V1.2 2020-11-11 内容修订

V1.3 2021-09-03 修改参考设计默认供电方式为LDO模式

V1.4 2022-01-27 增加外部DCDC供电方式
修改VBAT、VDD_EXT电压范围的信息描述

V1.4.1 2022-02-25 修改外部DCDC模式的电路配置
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n XR806AF2L/AF2I规格介绍
l XR806AF2L/AF2I是一款全集成2.4GHz Wi-Fi & BLE & Microcontroller SOC 芯片。

Ø 支持WLAN 802.11 b/g/n标准 ，1T1R
Ø 支持Bluetooth Low Energy(BLE) 5.0，兼容v4.0/4.1/4.2设备，高速HCI接口（最高支持4Mbps波特率）
Ø 支持WLAN和BLE共存
Ø 内部SIP 2MB Flash

l 电源：2.5V*~5.5V电源供电，内部集成高效率DC-DC（如需使用内部DCDC模式，请联系Xradio 

Technology技术支持）

l 时钟：支持24/26/32/40MHz高频时钟输入。

l 封装：4mm * 4mm QFN32

一．总体介绍

Note:  *-(需考虑其他外围电路供电电压)
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n 核心电路原理图

n 射频

n 晶振

n IO

n 电源

二．XR806AF2L /AF2I电路原理图说明
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n 核心电路原理图

Note:  NC - No Connect;(对于值为“xx/NC”或“NC/xx”的器件而言，默认贴“/”前的值)

二．XR806AF2L /AF2I电路原理图说明
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n 射频
l XR806AF2L/AF2I 射频输出端口（ANT pin）无需匹配电路，但可预留天线PI型匹配电路。
l 为了方便天线PI型匹配电路的调试，在射频输出端口与天线间预留0Ω电阻WR1，如下图所示。

二．XR806AF2L/AF2I 电路原理图说明
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n 晶振
l XR806AF2L /AF2I支持不同频率的有源晶振和无源晶振，详见XR806 数据手册。
l 高频晶振推荐使用40M晶振，当使用24M或者26M晶振时，TX EVM指标会略差。
l 高频晶振使用无源晶振时可以通过调整内部电容+外部电容使频率误差达到要求。
l 以推荐使用40MHz频率晶振为例：

Ø 晶振两边外部电容为10pF（WC11和WC12）。
Ø 内部电容可调档位为0~127（每个档位对应0.2pF)，默认档位为60，需实测调整。
Ø 若频率误差偏大，可适当增加内部电容值；
         反之则减小电容值。
Ø 频率误差越接近0 ppm，输出频率精度越高。

二．XR806AF2L/AF2I 电路原理图说明
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n 晶振
l XR806AF2L/AF2I低频晶振频率为32.768KHz，支持有源晶振和无源晶振。详见XR806数据手册。
l XR806AF2L/AF2I的PA12和PA13管脚可复用做外部低频时钟信号管脚。在诸如低功耗保活等场

景下，可考虑使用该部分应用电路。
l 低频晶振使用无源晶振时可以通过调整外部电容使频率误差缩小。

二．XR806AF2L /AF2I电路原理图说明
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n IO

l GPIO复用功能如下图所示，详见XR806 Datasheet或者PIN MUX的说明。

二．XR806AF2L/AF2I 电路原理图说明
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n IO

l 芯片复位信号为CHIP_PWD，当不需要控制CHIP_PWD时，直接上拉到VBAT。
l 当芯片上电启动或者复位时，PB2为低电平，系统被强制进入固件烧写模式。
l 当芯片上电启动或者复位时，PA23不能为高电平，否则进入测试模式。

二．XR806AF2L /AF2I电路原理图说明
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n 电源
l XR806AF2L/AF2I 需要两路外部电源供电，如下表：

l XR806AF2L/AF2I内部电源管理单元不仅对IC内电路供电，也可用于对外围设备供电，如下表：

二．XR806AF2L /AF2I电路原理图说明

Symbol
Voltage Range(V)

Max Current(mA)
Min Typ Max

VDD-EXT 2.5 3.3 3.5 600
VDD-SENSE 1.4 1.8 3.5 300

Symbol
Voltage Range(V)

Max Current(mA)
Min Typ Max

VBAT 2.5* 3.3 5.5 600
VDDIO 1.8 1.8/3.3 3.6 100

Note:  *-(需考虑其他外围电路供电电压)
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n 电源
l VDD-SENSE可选用LDO或者DCDC供电方式:

Ø 外部DCDC方式：WL1为NC，WR3、WR4为0R电阻
Ø LDO方式：WR4为NC，WR3和WL1为0R电阻
Ø 内部DCDC方式：WR3、WR4为NC，WL1选用2.2uH以上的电感，电感WL1使VLX管脚与SENSE管脚之

间构成反馈回路。

二．XR806AF2L /AF2I电路原理图说明
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n 电源
l 外置DCDC供电方式说明:

Ø 选型考虑：关注DCDC的功耗及成本，默认低功耗应用推荐使用TMI3181。
Ø 电压控制：外置DCDC支持1.8V与2.5V电压输出，电压输出值受控于GPIO

Ø GPIO说明：当GPIO为高阻态输出电压为1.8V，低电平时输出2.5V（此GPIO任意时刻不可为高电平）

二．XR806AF2L /AF2I电路原理图说明
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n 电源
l VDD_IO_5V端口支持1.8V/3.3V/5V供电，用于确定PB00/PB01/PB14/PB15的IO电平，可根据实际

需要选择VBAT或者VDDIO供电。
Ø 当VDD_IO_5V端口选择VBAT供电时，则WR9为0R，WR8为NC；此时VDD_IO_5V可实现5V供

电。
Ø 当VDD_IO_5V端口选择VDDIO供电时，则WR9为NC，WR8为0R。

  

二．XR806AF2L /AF2I电路原理图说明
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n 叠层
n PCB封装
n 布局
n 布线

三．XR806AF2L/AF2I PCB Layout 说明
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n 叠层
l 二层板并且单面贴设计，叠层如下图所示。
l PCB具体厚度根据实际情况和阻抗要求适当调整。

三．XR806AF2L/AF2I PCB Layout 说明
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n PCB封装
l XR806AF2L/AF2I 推荐PCB封装如下图所示；
l PCB封装中间需要开窗处理。

三．XR806AF2L/AF2I PCB Layout 说明
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n 布局
l XR806AF2L/AF2I总体布局靠板边放置以使RF线缩短；
l 晶振和RF线尽量分开，防止晶振和RF互相干扰。

三．XR806AF2L/AF2I PCB Layout 说明
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n 布线
l 两层板布线尽可能走Top层，尽量保持Bot层地平面的完整性，要求Bot走线尽量短。相邻两

层板的走线应尽量互相垂直或斜交。
l 两层板地线设计成栅状，即在PCB一层布较多的平行地平面/线，另一层为垂直地平面/线，

然后在它们交叉的地方用过孔连接起来。
l XR806AF2L/AF2I的EPAD下方需有完整的参考地，建议有均匀的
     4排4列GND过孔以便EPAD充分连接GND，并改善散热效果。

三．XR806AF2L/AF2I PCB Layout 说明
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n 布线
l RF线进行50 Ohm阻抗控制，走线要求圆滑避免换层，避免阻抗突变（焊盘和走线同宽）。
l PCB封装天线辐射区域尽量保证没有金属器件。
l RF线有完整的参考地，并且和EPAD需要良好的连接，从IC端出来就进行包地处理，两边均匀

的打GND过孔。

三．XR806AF2L/AF2I PCB Layout 说明
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n 布线
l 如PCB板形状和大小等影响天线性能参数变化，可以通过如下两种方式调整天线：

Ø 改变天线Pi型匹配值。
Ø 改变天线尺寸参数。
注：天线的性能和板大小结构有较大的关系。

l VBAT的线宽建议保持大于25mil

l VDD-EXT和VDD-SENSE的线宽建议保持大于20mil。
l VDDIO的线宽建议保持大于15mil。

三．XR806AF2L/AF2I PCB Layout 说明
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n 布线
l 高频晶振靠近XR806AF2L/AF2I放置，使HXTAL1和HXTAL2长小于400mil，电容分别靠近晶振摆

放，如左下图所示；
l 高频晶振两边包地，以降低和RF的互相干扰。
l DCDC电感WL1靠近XR806AF2L/AF2I，滤波电容WC10靠近电感放置。其他电容靠近相应pin脚，

如右下图所示。

 

三．XR806AF2L/AF2I PCB Layout 说明
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